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[はじめに]   

ゼーベック素子では、発電効率を上げるため

に電子濃度を高くすると熱伝導率が大きくな

り、温度差を付けにくいという問題があった。

これに対し、スピンゼーベック素子では、磁性

絶縁物を用いるため、上記の問題を解決できる 

[1, 2]。これまでに、起電力向上のために異常ネ

ルンスト効果を用いたスピンゼーベック素子

を作製した。Fe-Al合金の異常ネルンスト効果

による起電力を図 1に示す。Fe-Al合金を用い

たスピンゼーベック素子を作製したが、合金化

のためにアニール時に Fe と Bi1Y2Fe5O12 

(Bi:YIG)が反応し、起電力を観測することがで

きなかった。現在、図 2に示すような金属と磁

性絶縁膜の間に強磁性体を挿入させた構造に

よってスピンゼーベック効果による起電力が

向上することが報告されており、他研究では、

Fe70Cu30や Ni80Fe20が中間層として用いられて

いる[3, 4]。そこで、我々は図 3 に示すように

Fe より大きな起電力を示す Ni に着目した[5]。

金属層と磁性絶縁膜の間に Ni 薄膜を挿入した

スピンゼーベック素子を作製し、評価する。 

 

[実験] 

 Bi:YIG を金属有機化合物分解法により、

Gd3Ga5O12 (GGG)(111)基板上に約 300 nm 堆積

させた。その上に DC マグネトロンスパッタ法

によって Ni薄膜を堆積させ、その後 Ptを約 10 

nm 堆積させた。スピンゼーベック効果による

起電力の中間層 Ni 膜厚依存性についての詳細

は当日報告する。 
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図 2. 中間層に Niを用いたスピンゼーベック素子 
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図 3. Fe、Niの異常ネルンスト効果による起電力 
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図 1. Fe-Al合金の起電力 
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